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요약

    
본 발명은 이온 빔 또는 이온주입법 처리에 적합한 수지에 관한 것으로서, 상기 수지는 폴리페닐렌옥사이드, 폴리카보
네이트, 폴리부틸렌테레프탈레이트, 폴리술폰, 폴리에틸렌테레프탈레이트, 폴리에테르술폰, 폴리페닐렌설파이드, 폴리
스타이렌, 아크릴로부타디엔스타이렌 수지, 폴리에테르이미드, 폴리아마이드, 폴리메틸메타아크릴레이트, 아세탈 수지, 
폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 스타이렌부타다이엔러버, 에틸렌프로필렌러버, 이피디엠고무로 이루어진 그룹에서 선택된 
하나 또는 그 이상의 수지를 사용하여 이온 빔 또는 이온주입법 처리에 적합한 수지를 전도성 부여가 필요한 제품 즉 휴
대전화, 노트북 컴퓨터, 모니터, 반도체 포장재 (IC Tube, IC Film 등), 액정표시장치 (LCD) 운반용 포장재 등의 제
품 재질에 이온 빔 및 이온 주입법 처리를 하여 전도성을 부여가 필요한 제품의 제조를 할 수 있는 고분자 수지를 제공
하는 데 있다.
    

색인어
내열성, 치수안정성, 내충격성

명세서

발명의 상세한 설명

    발명의 목적
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    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 이온빔 또는 이온주입법 처리에 적합한 수지 조성물에 관한 것으로, 보다 상세하게는 차단하거나 반도체에 
사용되는 반도체 운반용 테이프 또는 튜브 등의 전도성을 부여할 수 있는 이온빔 또는 이온주입법 처리에 적합하도록 
내열온도가 높고 치수안정성이 우수하며 내구성이 우수한 수지 조성물에 관한 것이다.

    
종래에는 고분자재료에 전기 전도성을 부여하기 위해서는 고분자에 카본 화이버 (Carbon Fiber), 전도성 카본 블랙 (
Carbon Black)을 코팅 (Spraying or Dipping) 또는 컴파운딩 (Compounding) 하거나 또는 은분 또는 금분 (Silver 
or Gold), 니켈 또는 구리 (Nickel or Copper), 철, 알루미늄, 스테인레스 등 전도성 금속가루를 고분자에 컴파운딩(
Compounding)하거나 코팅 (Spraying or Dipping)하는 방법을 사용하였다. 그러나 이러한 방법은 분진이나 코팅시 
필요한 유기 용매(Solvent)로 인한 환경 오염의 우려가 있고, 이러한 유기 용매(Solvent)를 처리하게 위해서는 막대
한 폐수 처리 비용에 대한 투자가 필요하였다.
    

또한, 플라즈마 증착법 및 이온 주입법에서 고분자 재료에 전기 전도성을 부여하기 위해서는 전도성 물질을 증착시키거
나 이온을 가속 전압하에 주입하여야 한다. 그러나, 이로 인하여 최종 제품의 치수 변형 및 내구성 약화가 큰 문제로 제
기 되어 상용화에 어려움을 겪어 왔다.

    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명의 목적은 상술한 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 이온 빔 또는 이온 주입법에 적합한 내열온도가 높고 치수 
안정성이 우수하며 내구성이 우수한 고분자 수지 조성물을 제공하는 데에 있다.

    발명의 구성 및 작용

    
상기 목적을 달성하기 위하여 본 발명은 폴리페닐렌옥사이드 (Polyphenyleneoxide or Polyphenyleneether, 이하 P
PO), 폴리카보네이트(Polycarbonate, 이하 PC), 폴리부틸렌테레프탈레이트 (Polybuthyleneterephthalate, 이하 P
BT), 폴리술폰 (Polysulfone, 이하 PSU), 폴리에틸렌테레프탈레이트 (Polyethyleneterephthalate, 이하 PET), 폴
리에테르술폰 (Polyethersulfone, 이하 PES), 폴리페닐렌설파이드 (Polyphenylenesulfide, 이하 PPS), 폴리스타이
렌 (Polystylene, 이하 PS), 아크릴로부타디엔스타이렌 수지 (Acrylo-Butadiene-Stylene Co-Polymer, 이하 AB
S), 폴리에테르이미드 (Polyetherimide, 이하 PEI), 폴리아마이드 (Polyamide, 이하 PA), 폴리메틸메타아크릴레이
트 (Polymethylmetaacrylate, 이하 PMMA), 아세탈 수지 (이하 POM), 폴리에틸렌 (Polyethylene, 이하 PE), 폴
리프로필렌 (Polyropylene, 이하 PP), 스타이렌부타다이엔러버 (Stylene-butadiene rubber, 이하 SBR), 에틸렌프
로필렌러버 (Etylene-Propylene Rubber, 이하 EPR), 이피디엠고무 (Ethylene-Propylene-Diene Rubber, 이하 
EPDM)등의 수지로 이루어진 그룹에서 선택된 하나 또는 그 이상의 수지로 이루어지는 것을 특징으로 하는 이온 빔 또
는 이온주입법 처리에 적합한 수지 조성물을 제공한다.
    

본 발명자는 본 발명에 따르는 수지 조성물을 이루는 각 수지 성분을 아래와 같이 몇가지의 군으로 나누어 실험하였다.

1) " 가" 군 (PPO, PC, PEI, PSU, PES, PPS)

본 발명에 따르는 조성물의 성분중, " 가" 군에 속하는 수지는 기본적으로 열변형 온도가 100℃ 이상되는 수지들로서 
상기 PPO, PC, PEI, PSU, PES, PPS를 포함하며 이들을 단독으로 또는 복합적으로 사용할 수 있다. 그러나 성형성, 
열변형 온도 및 치수안정성을 고려한다면 무기 충진재 (유리섬유, 운모, 탈크 등)를 필요에 따라 넣을 수 있다.

또한, PPO의 경우에는 PS 수지를 첨가할 경우 성형 가공성이 우수해지며, 그 첨가량은 10% 이상 첨가하는 것이 바람
직하다.
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PSU의 경우에는 PC를 약 30% 넣을 경우 성형성이 우수해지면서 열변형 온도 및 치수 안정성을 해치지 않는 것으로 
나타났다.

또한, PC의 경우는 유리섬유를 약 20 ~ 30% 를 첨가하면 내열온도 및 치수안정성이 우수한 제품을 제조할 수 있었다.

본 발명에 따르는 조성물의 성분중 " 가" 군에 속하는 수지들은 단독으로 또는 다른 수지와 복합적으로 사용할 수 있지
만, 단독으로 또는 다른 수지와 복합적으로 사용을 하여도 유리섬유를 1 ~ 40%와 무기질 충진재 (운모, 탈크 등)을 1 
~ 40%까지 첨가하면 더욱 치수 안정성이 우수한 이온 빔 또는 이온 주입법에 의해 전도성 부여에 적합한 수지를 제조
할 수 있다.

    
또한 본 발명에 따르는 조성물에 있어서 " 가" 군의 수지는 높은 내열온도가 요구되어지는 분야에 적합하게 사용할 수 
있다. 즉 전도성을 부여하기 위해 이온 빔 또는 이온 주입법을 이용할 때 표면 저항 (Surface Resistivity) 값을 10E
9Ω·Cm 이하 값을 요구할 때에 이온 가속 에너지의 양에 따라 이온이 처리되는 고분자 표면의 온도가 120℃ 이상 올
라가는 경우가 있는데 이 경우에 적합하다. 특히 반도체 공정에 필요한 반도체 칩 트레이, 반도체 핸들러등 반도체 공정
에서 120℃ 이상을 요구하는 제품의 제조에 적합하다.
    

하기 표 1은 본 발명에 따르는 조성물에 있어서 " 가" 군에 속하는 수지를 단독으로 또는 혼합하여 사용했을 경우의 내
열성 및 사출후, 이온처리 또는 베이킹후의 치수변형성을 실험한 결과를 나타낸 것이다.

[표 1]
수지종류 PPO +PS혼

합
PPO PSU PC PEI PSU+PC혼

합
PES PPS PPS +PPO혼

합
PP PPS +PPO혼
합

유리섬유함량(%) 30 0 20 30 25 25 30 40 30 15 30
운모함량(%) 10 0 15 5 5 10 5 5 10 30 10
내열온도(℃) 170 160 180 145 210 160 200 260 250 143 250
사출후 길이 (mm) 315.1 315.

2
315.
2
315.
2
315.
2
315.15 315.

1
314.
9
315.0 314.

9
315.0

이온처리후 또는 베이킹 후 길이(m
m)

315.0 314.
9
315.
1
315.
05
315.
0
315.0 315.

0
314.
8
314.85 314.

6
314.85

치수변화(mm) 0.1 0.3 0.1 0.15 0.2 0.15 0.1 0.1 0.15 0.4 0.15

* 사출 성형용 금형 길이 기준 : 315.0 ±0.3mm (반도체 칩 트레이 장축 방향 기준)

* 베이킹 온도 : PC, PP : 120℃, PPO+PS, PSU+PC : 150℃, PEI, PES, PPS, PPS + PPO : 190℃

본 발명에 따르는 조성물에 있어서, " 가" 군의 수지중 특히 PC는 2mm이하의 필름형태로 압출후 이온 빔 또는 이온 주
입법에 의해 도전성을 부여하여 반도체 포장용 재질 및 기타 전도성을 필요로 하는 제품으로 사용시에 매우 적합하다.

2) " 나" 군 (PBT, PA, PE, PP)

본 발명에 따르는 조성물에 있어서, " 나" 군에 속하는 수지들은 PBT, PA, PE, PP 로 이루어진다. 이들은 결정성 수지
들로 각각 단독으로 사용이 가능하며, " 가" 군 의 수지들과 혼합하여 복합적으로 사용할 수도 있다.

    
본 발명에 따르는 수지 조성물에 있어서, " 나" 군에 속하는 수지들은 수지 내부의 결정들로 인해 치수 안정성이 상대적
으로 " 가" 군에 속하는 수지에 비해 상당히 떨어져 " 가" 군에 속하는 수지들과 혼합하여 복합 수지화하는데 사용하는 
것이 효과적인 것으로 확인되었다. 즉, PC/PBT 혼합, PBT/ABS 혼합, PPO/PA 혼합, PPO/PS/PE 혼합으로 사용시 내
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열온도를 높일 수 있으며, 특히 PE의 경우에는 사출 성형이 원활하게 하는 가공 조제로서 사용시 특히 PPO 블랜드 제
품에서 사출 성형성이 우수하게 됨을 알 수 있었다.
    

한편, PE 및 PP의 경우 열변형 온도 및 성형 수축율을 안정화시키기 위해서는 후술하는 충격보강제 기능을 하는 수지
와 혼합하여 복합 수지화 하거나 또는 무기질 충진재 (탈크, 운모 등)와 혼합하여 복합 수지화하면 내열 온도 및 성형 
수축율이 우수해짐을 확인하였다.

또한 상기 " 나" 군의 수지들은 두께 2mm 이하 필름형태로 압출할 수 있고 PE 및 PP는 내열온도가 100℃ 이하인 필
름형태에서 사용 가능하고 바람직하게는 70℃ 이하에서의 사용이 좋다.

하기 표 2는 본 발명에 따르는 조성물에 있어서 " 나" 군에 속하는 수지를 단독으로 또는 혼합하여, 또한 " 가" 군에 속
하는 수지와 혼합하여 사용한 경우 내열온도 및 성형수축률을 측정하여 기재할 것이다.

[표 2]
수지종류 혼합비율 성형수축율 내열온도(℃)
PBT 0% 0.17~0.23% 150
PC/PBT PBT 30%탈크 20% 0.04~0.08% 125
PA 0% 0.17~0.20% 240
PPO/PA PA30% 0.7~0.9% 185
PE 0% 0.20~0.24% 81
PE+운모 운모 20% 0.15% 95
PP 0% 0.16% 120
PP+탈크+EPR 탈크 10%EPR 30% 0.08% 115

3) " 다" 군 수지 (ABS, PS, PET, PMMA, POM, PE, PP, PC)

    
본 발명에 따르는 수지 조성물에 있어서, " 다" 군에 속하는 수지들은 ABS, PS, PET, PMMA, POM, PE, PP, PC가 
해당된다. " 다" 군에 속하는 수지들은 두께 2mm 이하 필름형태로 압출할 수 있고, 특히 PET, PS, PMMA, POM, PP, 
PE 등이 필름형태로 압출하여 반도체 포장용 재질로 사용할 수 있다. 본 발명에서 " 다" 군의 수지는 주로 내열온도가 
낮게 요구되는 전도성 필름을 제조하는 데 주로 이용될 수 있으며 이 경우에는 이온 빔 처리 또는 이온 주입법 처리장치
의 이온 광원등 주요 장치를 보호하기 위하여는 총 첨가제 함량 3000ppm 바람직하게는 1500ppm 이하의 첨가제를 사
용하는 것이 바람직하다.
    

이 경우에는 흐림도 (ASTM D1003)는 10% 이하의 투명 필름형태의 제품을 만들 수도 있다. 특히 고투명성 (빛 투과
율 95% 이상) 필름은 POM, PMMA, PS, PET, PC, PP가 가능하다. 그러나 반도체 포장용 필름 및 튜브로는 POM, P
MMA, PS, PC가 우수하며 특히 내열온도 및 굴곡 탄성율이 우수한 것으로는 PC가 매우 우수하였다.

    
본 발명에서 따르는 수지 조성물에 있어서, " 가" 군, " 나" 군, " 다" 군의 수지들은 사출성형이나 압출성형시 수지의 
열에 의한 분해를 방지하고자 수지들 내부에 여러가지 첨가제를 첨가할 수 있다. 즉, 예를 들어 산화방지제(Antioxida
nt), 열안정제(Heat Stabilizer), 자외선방지제 (UV Stabilizer), 가공조제 (Processing Aids) 등을 첨가할 수 있으
나, 이들 첨가제를 다량 사용할 경우 이온 빔 또는 이온 주입법 처리시에 표면으로 본 첨가제들이 이동되어 이온 빔 또
는 이온 주입법 설비의 에너지 원 및 내부의 진공 챔버 (Vacuum Chamber)를 오염시킬 수 있다. 따라서, 본 발명에서
는 첨가제들의 총량이 3000ppm이하 첨가되는 것이 바람직하며, 1000ppm이하 첨가하는 것이 가장 바람직하다.
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4) 무기질 충진재

(1) 유리섬유

    
본 발명에 따르는 수지 조성물에는 무기질충진재로서 유리섬유를 사용할 수 있으며, 그 직경이 20㎛ 이하, 길이가 1인
치 이하인 침상, 단평상, 구상의 유리 섬유를 각각 또는 복합적으로 사용할 수 있다. 유리섬유의 역할은 치수안정성을 
부여하는데 우수한 역할을 수행할 수 있는 직경 3㎛ 내지 10㎛의 것을 사용하는 것이 더욱 바람직하다. 또한, 표면 및 
유리섬유의 방향성을 없애기 위하여 밀드그라스화이버 (Milled Glass Fiber) 또는 분쇄 유리섬유(Chopped Glass F
iber) 또는 글라스플레이크 (Glass Fake)를 0.01% 내지 50% 사용될 수 있으며 밀드그라스화이버나 분쇄 유리섬유를 
사용하면 우수한 표면과 3차원 적으로의 수축을 잡으며 표면을 미려하게 하는데 매우 용이하다.
    

(2) 운모 (Mica)

본 발명에 따르는 수지 조성물에서 무기질 충진재로서의 운모는 3차원 방향으로의 수축율 및 선열팽창계수를 안정화 
시키는데 사용될 수 있으며, 그 크기가 30 ㎛가 바람직하며 3내지 30㎛가 더욱 바람직하다.

(3) 기타 무기질 보강재

본 발명에 따르는 수지 조성물에서는 무기질 보강재로 반도체 트레이의 내열성, 치수안정성, 선열팽창계수, 휨 방지성, 
3방향 수축율 및 기타 물리적 강성 (굴곡탄성율, 인장강도 등)을 보강시킬수 있는 통상의 무기질 보강재를 단독 또는 
복합으로 사용될 수도 있다.

본 발명에 따르는 수지 조성물에 있어서 무기질 보강재로 칼슘-메타-실리케이트계 화합물로서의 울라스토나이트가 사
용되는 경우에는 울라스토나이트의 아스펙트 조성비가 10내지 19이고 입자의 평균 직경이 3내지 25㎛인 침상의 것이 
바람직하며 조성물 총량에 대해 0.01 내지 30중량%의 사용하는 것이 더욱 바람직하다.

본 발명에 사용될 수 있는 무기질 보강재로서는 탈크 (Talc), 칼슘카보네이트(Calcium-carbonate), 석면 (Asbesto
s), 고령토 (Kaolin), 카본화이버, 나일론 화이버, 식물성 섬유 등이 사용될 수 있으며, 탈크를 사용할 경우에는 평균 
입자크기가 2 내지 4㎛인 단편상의 것을 사용하는 것이 바람직하다.

무기질 보강재로서 카본 화이버를 사용할 경우에는 전도성 부여 목적이 아닌 충진재의 역할을 수행하므로 저급 또는 재
생 또는 분쇄 카본 화이버의 사용이 가능하다.

본 발명에 따르는 수지 조성물에 있어서 무기질 보강재는 경우에 따라서 고분자와 계면 접착력을 높이기 위하여 표면을 
화학적으로 처리한 제품을 사용하는 것이 유리하며, 무기질 보강재의 사용량은 조성물 총량에 대하여 0.01 내지 40 중
량%인 것이 바람직하다.

5) 충격 보강제

본 발명에 따르는 수지 조성물은 충격 보강제를 추가로 함유할 수 있으며, 충격보강제로는 스타이렌부타디엔러버 (Sty
rene-Butadiene Rubber, 이하 SBR), 에틸렌프로필렌러버 (Ethylene-Propylene Rubber, 이하 EPR), 에틸렌프로
필렌디엔모노머 (Ethylene-Propylene-Diene Monomer, 이하 EPDM)의 고무 종류가 사용될 수 있다.

특히, 휴대전화 또는 노트북 컴퓨터의 외장에는 충격 강도를 상당히 높은 것을 요구하며 이 경우에는 SBR, EPR 또는 
EPDM을 약 10% 첨가하면 충격 강도가 상당히 보완됨을 확인할 수 있었다.

또한, 휴대전화나 노트북 컴퓨터 외장에서는 주로 PC/ABS, ABS 또는 PS를 사용하는데 이 경우 본 고무 성분을 첨가
한 수지와 첨가하지 않은 수지와의 충격강도를 보면 하기 표 3의 실험 결과에서 극명하게 드러난다. PS의 경우는 통상
적으로 고충격 PS (HIPS)를 사용하고 있어 본 실험에서는 제외하였다.
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[표 3]
수지종류 고무함량 (%) 충격강도(ASTM256) J/m 내열온도 (℃)
PC/ABS 혼합 0 490 90
PC/ABS 혼합 + SBR 10 735 113
ABS 0 160 99
ABS + SBR 25 400 95

본 발명의 수지조성물에서는 충격보강제로서 그밖에 SBR, EPR 또는 EPDM의 사용이 가능하나 계면접착력을 높이기 
위해서는 SBR을 사용하는 것이 바람직하다.

6) 첨가제

본 발명의 수지 조성물은 용도에 따라서 적합한 첨가제를 포함할 수 있는데, 본 발명의 첨가제로는 커플링제 (Couplin
g Agent), 1차 또는 2차 산화방지제 (Anti-Oxidants), 자외선 안정제, 열안정제 (Heat Stabilizer), 가공 윤활제 (
Process Lubricants) 및 대전방지제 (Antistatic Agents)가 복합 수지 조성물에 포함될 수 있고 또한 필요에 따라서
는 카본 블랙 (Carbon Black), 착색용 안료 (Pigments), 착색용 염료, 핵제 및 난연제 등이 포함될 수 있다.

본 발명에 따르는 수지 조성물을 사용하여 압출성형, 중공성형 또는 사출성형을 통해 다양한 플라스틱 제품의 성형후 
이온 빔 또는 이온 주입법에 의해 전도성을 부여한 제품을 만들 수 있다.

    발명의 효과

이상에서 살펴본 바와 같이 본 발명에 따르는 수지 조성물은 이온 빔 또는 이온주입법 처리시에도 내열성 우수하고 치
수안정성 및 내구성이 있는 수지를 제조하기 때문에, 전도성의 부여가 제품 즉 휴대전화, 노트북 컴퓨터, 모니터, 반도
체 포장재 (IC Tube, IC Film 등), 액정표시장치 (LCD) 운반용 포장재, 반도체 운반용 테이프 또는 반도체 튜브 등 
전도성을 부여가 필요한 제품의 제조에 유용하게 사용할 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

    
폴리페닐렌옥사이드, 폴리카보네이트, 폴리부틸렌테레프탈레이트, 폴리술폰, 폴리에틸렌테레프탈레이트, 폴리에테르술
폰, 폴리페닐렌설파이드, 폴리스타이렌, 아크릴로부타디엔스타이렌 수지, 폴리에테르이미드, 폴리아마이드, 폴리메틸메
타아크릴레이트, 아세탈 수지, 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 스타이렌부타다이엔러버, 에틸렌프로필렌러버, 이피디엠고무
로 이루어진 그룹에서 선택된 하나 또는 그 이상의 수지로 이루어지는 것을 특징으로 하는 이온 빔 또는 이온주입법 처
리에 적합한 수지 조성물.
    

청구항 2.

제 1 항에 있어서, 추가로 유리섬유를 0.01 ~ 50중량% 함유하는 것을 특징으로 하는 수지 조성물.

청구항 3.

제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 추가로 유리섬유 이외의 무기질 충진재를 1~40중량% 함유하는 것을 특징으로 하는 
수지 조성물.

청구항 4.
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제 2 항에 있어서, 상기 유리섬유는 직경이 20㎛ 이하, 길이가 1인치 이하인 침상, 단평상, 구상의 유리 섬유를 각각 또
는 복합적으로 사용하는 것을 특징으로 하는 수지 조성물.

청구항 5.

제 2 항에 있어서, 상기 유리섬유의 직경은 3㎛ 내지 10㎛의 것을 특징으로 하는 수지 조성물.

청구항 6.

제 2 항에 있어서, 상기 유리섬유는 밀드그라스화이버, 분쇄 유리섬유 또는 글라스플레이크를 각각 단독으로 또는 혼합
하여 0.01% 내지 50% 사용하는 것을 특징으로 하는 수지 조성물.

청구항 7.

제 1 항에 있어서, 추가로 무기질 보강재를 0.01 내지 40 중량% 함유하는 것을 특징으로 하는 수지 조성물.

청구항 8.

제 7 항에 있어서, 상기 무기질 보강재는 탈크, 칼슘카보네이트, 석면, 고령토, 카본화이버, 나일론화이버, 식물성 섬유
인 것을 특징으로 하는 수지 조성물.

청구항 9.

제 1 항에 있어서, 추가로 충격 보강재를 10 내지 30중량% 함유하는 것을 특징으로 하는 수지 조성물.

청구항 10.

제 1 항에 있어서, 추가로 첨가제를 3000 ppm 이하의 농도로 첨가하는 것을 특징으로 하는 수지 조성물.

청구항 11.

제 10 항에 있어서, 상기 첨가제는 산화방지제, 열안정제, 자외선방지제, 가공조제, 커플링제, 가공윤활제, 대전방지제, 
카본블랙, 착색용안료, 착색용 염료, 핵제 또는 난연제를 단독 또는 혼합하여 사용하는 것을 특징으로 하는 수지 조성물.

청구항 12.

    
폴리페닐렌옥사이드, 폴리카보네이트, 폴리부틸렌테레프탈레이트, 폴리술폰, 폴리에틸렌테레프탈레이트, 폴리에테르술
폰, 폴리페닐렌설파이드, 폴리스타이렌, 아크릴로부타디엔스타이렌 수지, 폴리에테르이미드, 폴리아마이드, 폴리메틸메
타아크릴레이트, 아세탈 수지, 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 스타이렌부타다이엔러버, 에틸렌프로필렌러버, 이피디엠고무
로 이루어진 그룹에서 선택된 하나 또는 그 이상의 수지를 2mm 이하의 필름형태로 압출하는 단계를 포함하는 것을 특
징으로 하여 이온 빔 또는 이온주입법에 의한 전도성을 부여하는 방법.
    

청구항 13.

    
폴리페닐렌옥사이드, 폴리카보네이트, 폴리부틸렌테레프탈레이트, 폴리술폰, 폴리에틸렌테레프탈레이트, 폴리에테르술
폰, 폴리페닐렌설파이드, 폴리스타이렌, 아크릴로부타디엔스타이렌 수지, 폴리에테르이미드, 폴리아마이드, 폴리메틸메
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타아크릴레이트, 아세탈 수지, 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 스타이렌부타다이엔러버, 에틸렌프로필렌러버, 이피디엠고무
로 이루어진 그룹에서 선택된 하나 또는 그 이상의 수지를 사용하여 이온 빔 또는 이온주입법 처리하는 것을 특징으로 
하여 반도체 칩 트레이, 컴퓨터 모니터, 휴대전화, 액정화면장치 운반용 포장재, 반도체 칩 운반용 필름, 반도체칩 운반
용 튜브를 제조하는 방법.
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